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Výpočet zvlnění provedeme podle vztahu :
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Toto zapojení je velice jednoduché, ale má hodně nevýhod : 1) dlouhé časové intervaly, kdy se do zátěže nedodává žádná energie; 2) proud odebíraný ze sekundárního vinutí napájecího transformátoru má ss složku rovnu hodnotě zatěžovacího proudu, ta způsobuje v jádře transformátoru stejnosměrnou magnetizaci, která je nanejvýš nežádoucí, protože vede k nelineárnímu chování transformátoru a silně zvětšuje jeho ztráty.

Obě tyto nevýhody odstraníme, jestliže budeme do zátěže dodávat energii během obou půlperiod napájecího napětí => dvoupulsní a můstkový usměrňovač.

52) Dvoupulsní usměrňovač

Dvoupulsní usměrňovač : transformátor má dvě stejná sekundární vinutí zapojená do série, dvě diody, které vedou střídavě. Výsledný průběh usměrněného napětí  je dán abs(sin(t)). Výhodami oproti použití jednocestného usměrnění jsou: Při jednocestném usměrnění vznikají dlouhé časové intervaly, kdy se do zátěže nedodává  žádná energie, proto je třeba použít velkých filtračních kondenzátorů. Proud odebíraný ze sekundárního vinutí transformátoru má ss složku danou hodnotou zatěžovacího proudu. Ta způsobuje v jádře transformátoru ss magnetizaci (vede k nelineárnímu chování transformátoru a silně zvyšuje ztráty).Výpočet zvlnění : 
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53-můstkový usměrňovač-výpočet zvlnění

Pro přibližný výpočet zvlnění musíme nejprve udělat několik zlehčujících opatření:

-požadovaná hodnota poměrného zvlnění je malá tj. nanejvýš 10% 

-z toho plyne-doba vodivosti diody je také malá, vhledem k době trvání periody

-vybíjecí exponencielu nahradíme přímkou

- ideální transformátor

Tato situace je na obr.2. Časové okamžiky t1,t2 jsou po sobì následující nabíjení kapacitoru.. Pro malé úhly

úhly otevření, které předpokládáme,nezáleží na tom zda se jedná o jednopulzní nebo dvojpulzní usměrňovač, rozhoduje pouze délka trvání intervalu  
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. Pro absolutní velikost zvlnění potom platí:
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a střední hodnota:
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SROVNÁNÍ:

Jednopulzní usměrňovač:Při jednopulzním usměrnění jsou dlouhé časové intervaly, kdy se do zátěže nedodává žádná energie, a proto je třeba využívat velkých hodnot filtračních kapacitorù. Dále proud odebíraný ze sekundárního vynutí  má ss složku rovnou hodnotě zatěžovacího proudu. Ta způsobuje v jádře transformátoru stejnosměrnou magnetizaci, která je nanejvýš nežádoucí, protože vede k nelineárnímu chování transformátoru a zvětšuje jeho ztráty.

Dvojpulzní usměrňovač:Nevýhodou  navíjení dalšího vynutí trasformátoru,finančně náročnější, než přidání dalších dvou diod. Výhodou o něco lepší účinnost vlivem dvojnásobného úbytku napětí na diodách mùstku.
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55. Vyložte princip činnosti fototranzistoru, uveďte jeho výhody a nevýhody ve srovnání s fotodiodami

- fototranzistor je optoelektronický detekční prvek

- proud vzniklý absorbcí dopadajícího záření je zesílen tranzistorovým jevem 

- maximum záření musí být absorbováno v oblasti báze ( B není vyvedena, 

  protože závisí na záření )

- záření vytváří páry elektron-díra , elektrony se pohybují k E, díry k C

- výhodou oproti diodám je větší citlivost (o 1-2 řády vyšší), nevýhodou je nižší 

   rychlost spínání (jednotky, desítky (s) 

56) Vyložte princip činnosti svítivky (luminiscenční diody), popište její základní vlastnosti, materiálová omezení při její konstrukci.

Chceme-li, aby polovodivý materiál generoval optické záření, musíme ho vybudit.

V optických zdrojích záření se toho dosáhne injekcí nosičů přes přechod PN. 

Elektroluminiscenční dioda je tedy založena na tom, že kromě dominantního proudu v přímém směru se uplatňuje rekonbinační složka, která vzniká při mezipásových přechodech elektronů a dále tunelová složka. Pokud se při rekombinaci generuje foton mluvíme o zářivé rekombinaci. Ve skutečnosti probíhá více rekombinačních mechanizmů najednou. Vlnová délka závisí na druhu polovodiče a na mechanizmu zářivé rekombinace.

Polovodivé materiály pro zdroje záření mají mít tyto vlastnosti :

-vhodnou šířku zakázaného pásu, která určuje vln. délku emitorového záření,

-jednoduchou a levnou přípravou materiálu,

-přímé mezipásové přechody, tj. velkou účinnost zářivé rokombinace,

-chemickou stálost a odolnost,

- možnost přípravy obou typů vodivostí pro vytvoření přechodu PN,

- možnost legování vhodnými příměsemi pro vznik záření s požadovanou vlnovou               délkou.

57. zářivá a nezářivá rekombinace


Spolu s dominantním proudem v přímém směru se uplatňuje rekombinační složka, která vniká při mezipásových přechodech elektronů a dále se uplatňuje tunelová složka. Pokud se při přechodu generuje :


a) foton
- jedná se zářivou rekombinaci


b) fonon - jedná se o nezářivou rekombinaci, energie se předává krystalové mřížce (Augerův přechod).

Ve skutečnosti probíhá více rekombinačních dějů najednou. Vlnová délka záření závisí na druhu polovodiče (šířce zakázaného pásu) a na mechanismu zářivé rekombinace. Požadovanou vlnovou délku lze do jisté míry upravit vhodnou dotací.

ot. 58.: Sluneční článek.

Jako sluneční článek se nejčastěji používají speciální fotodiody (velká plocha) zapojené zásadně v hradlovém režimu (viz obr.). Pro dobrou funkci je třeba nastavit Rz, tak aby byl výkon článku co největší. Vyrábějí se z mono-krystalického Si (účinnost 15-18%) nebo i z poly-krystalického a amorfního, ale zde je již účinnost nižší (kolem 8%).
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Pro dosažení max. výkonu je třeba zapojit diody do jakési matice, ve sloupci sériově a několik sloupců paralelně. To kolik součástek bude ve sloupci a kolik bude potřeba sloupců určíme z požadovaného výkonu. Na obrázku je V-A char. fotodiody, největšího výkonu dosáhneme při volbě pracovního bodu tak, aby žlutá oblast byla co největší. Principem činnosti je osvětlování PN přechodu, při kterém dochází k emisi elektronů, které způsobují elektrický proud.

59.

Laserový jev může nastat v soustavě, v níž mohou elektrony nabývat energie dané třemi diskrétními hladinami W1<W2<W3.

[image: image14.bmp]Nejdříve se elektrony nacházejí v nevybuzeném stavu na hladině W1. Dodáním energie W>W3 přejdou na hladinu W3. Při návratu jejich část přejde přímo na hladinu W1. Část z nich však přejde na W2 a teprve po určité době na W1. Počet elektronů padajících z W2 musí být menší než počet elektronů přecházejících z hladiny W1 na hladinu W3. Dochází pak k takzvané populační inverzi. Na hladině W2 bude více elektronů než na hladině W1. Nastane řízená emise. Ta musí převládat nad absorbcí a spontánní emisí doprovázející celý proces. Řízená emise nastává mezi hladinami W1 a W2.

U polovodičového laseru nejsou diskrétní hladiny ale přechody elektronů nastávají mezi vodivostním a valenčním pásem. Populační inverze nastává v případě: WFC - WFV ( h(, kde WFC, WFV  jsou zdánlivé fermiho hladiny.

Dosažení populační inverze: vybuzení elektronů pomocí světla, svazkem elektronů nebo lavinovým násobením nosičů. 

60. Vyložte rozdíl mezi spontánní a stimulovanou fotoemisí v polovodičích. Popište jejich praktické využití

Spontánní fotoemise: N počátku je elektron vybuzen na úroveň W2, po uplynutí střední doby života přeskočí zpět na

úroveň W1 a generuje foton (NÁHODNÝ DĚJ).

Energie generovaných nosičů je menší než šířka zakázaného pásu.

      Stimulovaná fotoemise: Zářivý rekombinační proces tohoto typu je podmíněn interakcí vybuzeného elektronu na úrovni W2 se stimulujícím elektromagnetickým polem. K rekombinaci elektronu dojde z podnětu stimulujícího fotonu v době kratší než je doba života elektronu při spontánní rekombinaci. Vzniklý foton je prakticky totožný se stimulujícím, má stejnou frekvenci, fázi i polarizaci. Tímto jevem dochází k zesilování zářivého toku.

Obě fotoemise jsou dobře znázorněny na dvouúrovňovém modelu pevné látky:

Spontánní fotoemise:




Stimulovaná fotoemise:
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1. Vybuzení elektronů ze zákl. stavu



2. Spontánní přechod el. z vybuzeného stavu



3.  Přastup na W2



4. Řízený přestup elektronů do základního stavu - výstup laseru
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